Silizium-P-Kanal-MOSFET BSS 84

@ SIPMOS-Anreicherungstyp

@ Drain-Source-Spannung Vbs =-50V
® Drain-Gleichstrom Ip =—130mA D S
@ Drain-Source-Einschaltwiderstand ~ Rps(on) =10 Q

6]
Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BSS 84 | SP | Q62702-S393 | Q62702-S568 | SOT 23
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol | Wert Einheit Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos —-50 \ -
Drain-Gate-Spannung Vbar -50 \ Ras = 20 kQ
Drain-Gleichstrom Ip —130 mA Ta=55°C
Drain-Strom, gepulst Ippuis —-520 mA Ta=25°C
Gate-Source-Spitzenspannung Vgs +20 \ nicht periodisch
Gesamtverlustleistung Ptot 0,36 w Tc=25°C
Betriebstemperatur- und Tj
Lagertemperaturbereich Tstg —55...+150 °C -
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse : 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wirmewiderstand Rthia <350 KIW -
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,Os-
Keramiksubstrat
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BSS 84

Kennwerte

bei 7j = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Werte Symbol min typ max Einheit
Drain-Source-Durchbruchspannung Vierypss | —50 - - \"
Ves =0, Ip=-05mA

Gate-Schwellenspannung Vas (th) -08 -15 -20 \
Vps = Vgs, Ip=—1mA

Drain-Reststrom Ipss

T= 25°C - —1 —-15 pA
Tj=125°C - -2 —60 pA
Vos =—-50V, Vgs =0

Tj=25°C

Vps =-25V - - —100 nA
Vas =0

Gate-Source-Leckstrom Iass - -1 —10 nA
Vas=—-20V, Vps =0

Drain-Source-Einschaltwiderstand RDbs (on) - 6 10 Q
Ves = -5V, Ip=—100mA

Dynamische Werte Symbol min typ max Einheit
Ubertragungssteilheit Jis 0,05 0,07 - S
Vos=—-25V, Ip = — 100 mA

Eingangskapazitat Ciss - 40 - pF
Ausgangskapazitat Coss - 15 - pF
Rickwirkkapazitat Crss - 6 - pF
Vas =0, Vps=—-25V, f= 1 MHz

Einschaltzeit ton td (on) - 10 - ns
(ton=td(on)+rr) tr - 10 - ns
Ausschaltzeit tof td (off) - 18 - ns
(tott = td (off) + 1) t - 25 - ns
Vec=-30V,Ip=—-027 A

Ves=—5V,Rgs =50Q

Inversdiode Symbol min typ max Einheit
Gleichstrom IpR - - -0,13 | A
Tc=25°C

Gleichstrom, gepulst Ipgm - - —-052 | A
Tc =25°C

DurchlaBspannung Vsp - -1 -12 \
Ir=—-026A, Vgs =0
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BSS 84

Verlustleistung Piot = (7a) Typ. Ausgangscharakteristik Ip = 7(Vps)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
b Tj=25°C
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2Zul. Betriebsbereich Ip = f(Vps) ' Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f(Vas)
Parameter: D= 0,01, Tc =25°C Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vps =25V, Tj=25°C
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BSS 84

Typ. Einschaltwiderstand Aps (on) = (/p) Einschaltwiderstand Aos (on) = £(T)
Parameter: Vgs, Tj = 25°C Ip=—-0,1A, Vas =10V
N (Streubereich)
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Drainstrom Ip = 7(7a) ' Gate Schwellenspannung Vs (th) = (7))
Parameter: Vps = Vgs, Ip = 10 mA
(Streubereich)
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BSS 84

Typ. Kapazititen C = f(Vps) Typ. Ubertragungssteilheit grs = f (Ip)
Parameter: Vgs =0, f=1MHz Parameter: 80 us-Puls-Test,
= Vps =25V, j=25°C
3
10
pF
c 5

0,15

/1
(
N\

\

CissT]|

L
%

L1
A
AN

|
|
I

Coss

S Cres]] /

0 0 20 30 vV -40 0

__.V

0s

0 -01 -0.2 -03 A -0&4

— I

DurchlaBkennlinie Inversdiode /f = f (Vsp)
Parameter: 7j, tp = 80 pus
(Streubereich)
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BSS 88

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung . Vs =230V
Drain-Gleichstrom I, = 250 mA
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apgen = 8 Q
G
Ausfithrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehéause Kunststoffgehause 10 A3 nach DIN 41868 bzw. TO 92 nach JEDEC.
Gewicht: ca.0,2g

Typ | Bestellnummer

BBSS88 | Q62702-5454 ow0e S| | on3

f’ < : pd
1[“1_1 ] 5.2_0’2 [—-— ——5'2_0’2 e

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 230 v
Drain-Gate-Spannung Voer 230 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 0,25 A T, =25°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 1,0 A T, =25°C
Gate-Source-Spitzenspannung Vs +20 \ nicht periodisch
Max. Verlustleistung Py 10 W T. =25°C
Betriebstemperatur- und - T
Lagertemperaturbereich Taq —55...4+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prufklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Umgebung | Rinaa | <125 | KW |
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BSS 88

Kennwerte

(bei T; = 25°C, wenn‘nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. [ heit
Statische Werte
Drain-Source- Vempss 230 | — - v Vas = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas in) 0,4 0.8 1,2 Vos = Vas
I, =1mA
Drain-Reststrom Ihss - 1 20 uA T 25°C
- 10 200 T, =125°C
Vos = 230V
Vs = OV
T, =25°C
_ - 100 |[nA |V, = 100V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Igss - 10 100 nA Ves = 20V
Vos ov
Drain-Source- Ros (on) - - 15 Q Vos = 18V
Einschaltwiderstand I, = 14mA
- 5 8 VGS = 5V
I, =0,15A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Gis 014 |02 - ] Vos = 26V
I, = 0,15A
Eingangskapazitat Cies - 110 - pF Ves = OV
Ausgangskapagzitiat Coes - 20 - ;/DS = 2?:\//IH
Ruckwirkkapazitat Cos — |5 - = z
Einschaltzeit ¢, 14 (om) - 15 - ns Voe = 30V
(ton = td (on} + tr) tr — 40 — ID = 0,28A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit £, L (otty - 70 - Res = 500
(L = tyom + &) t - 40 —
Inversdiode
Gleichstrom | Ior - - 025 |A T, =25°C
Gleichstrom, gepulst Topm - - 1,0
DurchlaBspannung Vep - 1,0 1,4 \ I, = 05A
VGS = 0V
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BSS 88

Verlustleistung Pp = f(Tp) Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vpg)
Parameter: 80 pus-Puls-Test,
- T,=25°C
12 6 E=W T T T T T 11
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Zul. Betriebsbereich I, = f(Vpg) ' Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f(Vgs)
Parameter: D = 0,01, Tg = 25°C Parameter: 80 pus-Puls-Test,
Vps = 25V, Tj = 25°C
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BSS 88

Typ. Einschaltwiderstand Apg (on) = f(Ip)
Parameter: Vgg: T; = 25°C

Einschaltwiderstand Apg (on) = f(7})
Parameter: I = 0,15A, Vgg = 5V

. (Streubereich)
30 20
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Typ. Ubertragungsstellheit g, = 7(Ip) Gate Schwellenspannung Vs(in) = 7(T)
Parameter: 80 ps-Puls-Test, Parameter: Vg = Vg Ip = TMA
Vos= 25V, Tj = 25°C (Streubereich)
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BSS 88

Typ. Kapazititen C = £ (Vjg) Drainstrom I = f(7,)

Parameter: Vgg= 0, f = 1MHz Parameter: Vgg = 5V
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DurchlaBkennlinie Inversdiode Ir= f(Vgp)
Parameter: 7;, f, = 80 ps

(Streubereich)
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BSS 98

Eckwerte

Drain-Source-Spannung
Drain-Gleichstrom

VDS
b

=50V
= 300 mA

Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg, = 3,5Q

Ausfiihrung  SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp

N-Kanal

Gehduse Kunststoffgehdause 10 A3 nach DIN 41868 bzw. TO 92 nach JEDEC.
Gewicht: ca.0,2g

Typ Bestellnummer

2,5max SGD

BEBSS 98 Q62702-S464 0Lx04 ™ { J_
Ferfd
l—— Wiy —=152,,~— —15,2. }=—

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vbs 50 Vv
Drain-Gate-Spannung Voen 50 \ Ras = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 0,3 A T, =25°C
Drain-Strom, gepulst Inous 1,2 A T., =25°C
Gate-Source-Spitzenspannung Vis +20 v nicht periodisch
Max. Verlustleistung P 0,63 W Th, =25°C
Betriebstemperatur- und A
Lagertemperaturbereich Tag -55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip - Umgebung | Rinia <200 | K'W |
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BSS 98

Kennwerte

(bei T; = 25°C, wenn night anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vieross | 50 - - \ Vogs = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas iy 0,5 1,0 1,5 Vos = Vas
I, =1mA
Drain-Reststrom Ipss - 0,05 |05 pA T, = 25°C
- - 5 T, =125°C
VDS = 50V
Vis ov
T, =26°C
- - 100 nA Vos = 30V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 Ves = 20V
Ws = OV
Drain-Source- Ros on) - 20 35 Q Ves = 5V
Einschaltwiderstand I, = 03mA
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Gis 012 |02 - S Vps = 25V
L = 03A
Eingangskapazitat Cies — 40 - pF Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss — 12 - ;/DS = 2‘:-’:\/“
Riickwirkkapazitat C — |5 - = z
Einschaltzeit £,, 14 (on) - 8 — ns Vee = 30V
(ton = td {on) + tr) tr — 8 _ ID = 0,29A
Vg =
Ausschaltzeit t.q b ot - 16 - o8 = lov
(off) Rss = 50Q
(ttr = tyom + 1) t - 25 -
Inversdiode
Gleichstrom I - - 0,3 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst Topm - - 1,2
DurchlaBspannung Vep - 1,1 14 v I =06A
VGS = OV
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BSS 98

Verlustleistung P = f(T,)

04
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0,2

01

0 50 100 °C 150
—_— TA
Zul. Betriebsbereich I = f(Vpg)
Parameter: D = 0,01, 7o = 256°C
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100us|
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Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vjg)

Parameter: 80 ps-Puls-Test,
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Typ. Ubertragungscharakteristik /o = (V)
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Ros(on)

BSS 98

Typ. Einschaltwiderstand RDS on) = f(Ip)

Einschaltwiderstand Rpg (on) = f( 7

Parameter: Vgg; 7 = 25°C Parameter: I = 0,3A, Vgg = 10V
- (Streubereich)
12 10
l [ [ Ros( )
Ves=2V 25V—3V o) o
10
8
8 p /
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6 p //
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L v // » //
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—T 4 2 17 T typ
2 —__,/’ ol
35V 5V 10V ]
. L[] .
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JEEEE—
g —7
Typ. Obertragungssteiiheit Gs= f(Ip) Gate Schwellenspannung Vasin) = F(T))
Parameter: 80 pus-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgg, Ip = TMA
Vos= 25V, Tj = 25°C (Streuberelch)
0.4 3
S Vasin v
0,3
2
~
I~ N L
0,2 ™ 98%
™~ T NN
[
y 1 nSUGT NENE
/ ~ h
01 | | | ™~
/ N2 ~N
]
|
0 0
0 0,2 04 06 08 A 10 -50 0 50 100 °C 150

116

—7



BSS 98

Typ. Kapazititen C = f(Vpg)
Parameter: Vgg= 0, f = 1MHz
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DurchlaBkennlinie Inversdiode I = f(Vgp)
Parameter: T, &, = 80 us
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A
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Drainstrom I, = f(7p)
Parameter: Vgg = 5V
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BSW 13

1 NPN-Transistor fir Schalteranwenduhgen

Der Transistor BSW 13 ist ein epitaktischer NPN-Silizium-Planar-Transistor in Miniaturaus-

fuhrung mit Kunststoffumhiillung (U~32). Er eignet sich fiir Logikanwendungen bei raumlich -
gedréngtem Aufbau, besonders fiir Dick- und Diinnfilmschaltungen. (Der Typ wird durch

einen braunen und die Stromverstirkung durch einen weiRen oder roten Farbstreifen am

Transistor gekennzeichnet.)

Einbauvorschriften: Die Anschliisse diirffen beim Embau auf minimal 2,5 mm gekiirzt

“werden, Bei dieser Drahtlinge betriigt die maximal zulassige Léttemperatur T ,,.x 240°C bei

einer maximalen Lotzeit ¢, ax 2 Sec. Werden die Transistoren in vergossene Bausteine ein-

gesetzt, so kann mit einem minimalen Warmewiderstand R,y = 450 K/W gerechnet werden.

Hierbei empfehlen wir eine Einlotlinge L = 5 mm.

l Nicht fiir Neuentwicklung

Typ | Bestelilnummer . Stromverstaramg g3
BSW 13 rot | Q62702-5119-X2 25 01x085

BSW 13 wei | 062702-5119-X1 ;
E

4—12_1

Gewicht etwa 0,02 g . MaBe in mm
Grenzdaten (T, = 25°C) ' BSW 13
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 \
Kollektor-Basis-Spannung i Ucso 20 \
Emitter-Basis-Spannung . Uteo 5 A
Kollektorstrom i I 50 mA
Sperrschichttemperatur T +125 °C
Lagertemperatur Ts ~55 bis +125 °C
Gesamtverlustleistung bei 2,5 mm Bandlinge Prot 160 mwW
Wiérmewiderstand (siehe Kurve)
Kollektorsperrschicht — Luft
bei 2,56 mm Bandlinge Rensu < 500 K/W
bei 12 mm Bandlénge Rensu <1200 K/W
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| Nicht fiir Neuentwicklung ]

BSW13

Statische Kenndaten (7, = 26°C)

Stromverstirkung
(Uce=0.35V; Ic =1QAmA) rot — braun

weill — braun
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 10mA; Iz = 1mA)
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 10mA; Ig = 1mA)
Kollektor-Basis-Reststrom
(Ucso =15V)
(Ueso =15V, Ty = 125°C) ~
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
(Iceo = 10 mA)
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung (Icgo = 1 nA)
Emitter-Basis- Durchbruchspannung (/gso = 10 pA)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz
(Uce = 10V; Ic = mA; f = 100 MHz)
Kollektor-Basiskapazitat (Ucgo =5 V) .

Schaltzeiten (Ic = 10 mA; Iz, = 3mA;
=Is2=1.5mA; R =270 Q)
Speicherzeit (Ic = 131 = 152 =10 mA; Rcc =1 kQ)

BSW 13

B . 40 bis 300 —_
B 75 bis 300 —
Ucksat <03 ' \"
UBEut < 0:9 \")
Icaq < 500 nA
Icso <30 pA
Usryceo > 15 \
U(ga)cgo > 20 \")
Usreso >5" -V
fr > 280 MHz
Cceo >5 pF
toin <20 ns
taus <40 ns
t, <20 ns
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L Nicht fir Neuentwickiung 7

BSW 13

Wiérmewiderstand
WK Ry, = f (Bandlinge ,,L”)
1500 =
By
4
f y,
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/|
4
500 4 ’
Die Kurve gilt fir
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. NEEN
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— Bandlange L

s&tti%t.mgupannung Uggsar = f (I¢)

mA 8=10;T, =25°C; Ucesar = f (Ic)
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Ausgangskennlinien 7. = f (Ucg)
Is = Parameter (Emitterschaltung) )
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